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Abstract (en)
The current reference device has a reference resistor (Rr) and two MOS transistors of the same conductivity type. The first transistor (T1) has gate
and drain connected together at one terminal (A) of the reference resistor, and the second transistor (T2) has gate and drain connected together at
the other terminal (B) of the reference resistor. The first transistor has a threshold voltage greater than the second transistor and the source of each
of the transistors is connected to the same potential as the circuit substrate. A third transistor (T3), also with gate and drain connected, has a higher
threshold potential than the first transistor, and is connected to it to provide a current proportional to the difference in threshold potentials.

Abstract (fr)
Un dispositif de référence de courant en circuit intégré avec une résistance de référence (Rr), comprend un premier et un deuxième transistor Mos
de même type de conductivité, le premier (T1) ayant sa grille et son drain reliés ensemble à une première borne (A) de la résistance de référence,
le deuxième (T2) ayant sa grille et son drain reliés ensemble à une deuxième borne (B) de la résistance de référence, le premier transistor ayant
une tension de seuil supérieure à celle du deuxième transistor, les deux transistors étant polarisés en mode saturé, la source de chacun de ces
transistors étant polarisée au même potentiel que le substrat ou le caisson dans lequel le transistor est réalisé. <IMAGE>
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